1. מהי הפונקציה הלוגית של המעגל הבא?
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2.  עבור המעגל מהשאלה הקודמת, ידוע ש Kn = Kp ו-│Vtn =│-Vtp. איזה מהמשפטים הבאים נכון עבור זמני השהייה במעגל הזה (התעלם מהשהיות שתי הדרגות הראשונות, והתייחס להשהיית הדרגה אחרונה בלבד; הנח ששינוי המתח בכניסה אליה הוא שינוי מדרגה):

א. tPHL = tPLH      ב. tPHL <  tPLH   ג.  tPHL >  tPLH  
ד. אין מספיק נתונים לגבי הטרנזיסטורים ע"מ לקבוע.

ה. זה תלוי בצרופי מבואות של A ו-B ולכן לא ניתן לקבוע זאת.
תשובה:
ה-PTL מעביר 1 כ-Vdd-Vt, ו-0 כ-0V. כלומר, בPMOS יהיה Vsg=Vdd וב-NMOS Vgs=Vdd-Vt. כתוצאה מכך, זרם הפריקה קטן מזרם הטעינה, ולכן זמן הירידה גדול מזמן העליה. חוסר הסימטריה נובע מכך שבחישובים ה"סטנדרטיים" שמראים סימטריה ההנחה היא תמיד שהזנת השער היא ע"י שער מאותו סוג, דבר שלא מתקיים כאן.

3. בשאלה זו נשווה בין מהפכי NMOS בעלי שני סוגי עומס שונים – עומס חיזוק הולכה (Enhancement) ועומס החלשת הולכה (Depletion), שימו לב כי זהו הפרמטר היחיד העומד להשוואה – הניחו כי ערכי ה K שווים בשני הטרנזיסטורים, וכי ערכי מתח הסף שווים בערכם המוחלט.  כמו כן, הניחו כי נתון  |Vt|=1, Vdd=5. השלימו את המשפט -  "ביחס למהפך בעל עומס Enhancement, מהפך בעל עומס Depletion הוא בעל: 
א. VOL נמוך יותר, צריכת הספק סטטית נמוכה יותר, וזמן מיתוג קצר יותר.
ב. VOL נמוך יותר, צריכת הספק סטטית גבוהה יותר, וזמן מיתוג קצר יותר.
...
הערה: אין כאן "טריק" מיוחד – יש לחשב מספרית, ולהגיע לתוצאה הנ"ל.
4. בשיעור הראינו כי ניתן לחבר טרנזיסטורים בטור או במקביל ומצאנו נוסחא לקבל שקול בעל אותו מתח סף, אך בעל ערך K חדש הנקבע על פי הנוסחא. בחר את המשפט הנכון ביותר:
א. הנוסחא עבור חיבור טרנזיסטורים בטור אינה מדוייקת כיוון שלא התחשבנו בטמפרטורה.
ב. הנוסחא עבור חיבור טרנזיסטורים במקביל אינה מדוייקת כיוון שלא התחשבנו בזרמי זליגה.
ג. הנוסחא עבור חיבור טרנזיסטורים בטור אינה מדוייקת כיוון שלא התחשבנו באפקט המצע.
...
5. מהנדס מימש את הפונקציה A+B+C+D בטכנולוגיית CMOS ובשתי דרכים שונות –מימוש ראשון:NOT [NOR4(A,B,C,D)]. מימוש שני: 
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בחר את גדלי הטרנזיסטורים כך שזמן ההשהייה של שני המעגלים הוא שווה,וכמו"כ – שני המימושים מכילים שני שלבים לוגיים, והמהנדס בנה את המעגלים כך שזמן ההתפשטות המקסימלי בכל שלב לוגי הוא שווה. תזכורת: 
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. סמן את התשובה הנכונה:
א. המימוש הראשון צורך טרנזיסטורים רבים יותר ושטח רב יותר מהמימוש השני
ב. המימוש השני צורך טרנזיסטורים רבים יותר ושטח רב יותר מהמימוש הראשון
...
במימוש הראשון:

מהפך: 2 טרנז' בגדלים 1 ל-N ו-2 ל-P = 3 סה"כ.

NOR4: 8 טרנז' בגדלים: 1*4 ל-N + *42*4 ל-P (X4 כדי לפצות הן על המסלול הטורי, ו-X2 כדי לפצות על הניידות) = 36 סה"כ.

בסה"כ מימוש א': 10 טרנז', בגודל 39.

במימוש השני:

בכל NOR2: 4 טרנז' בגדלים: 2*1 ל-N ו-2*2*2 ל-P (X2 כדי לפצות הן על המסלול הטורי, ו-X2 כדי לפצות על הניידות), ובסה"כ, 4 טרנז' בגודל 10.

ב-NAND2: 4 טרנז' בגדלים: 2*2 ל-N (פיצוי על המסלול הטורי) ו-2*2 ל-P, ובסה"כ 4 טרנז' בגודל 8.

בסה"כ מימוש ב': 12 טרנז' בגודל 10+10+8 = 28.

לסיכום: מימוש ב' דורש יותר טרנז', אך פחות שטח. תשובה ג'.
שתי השאלות הבאות מתייחסות למעגל שבשרטוט. 
נתונים: Vcc=10v, K0=20uA/v2, K1=2uA/v2, Vt0=Vt1=1v. 
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6. מהו Vol?
א. בערך 0.47v   ב. בערך 0.41v    ג. בערך 0.37v  ד. בערך 0.55v  ה. אף תשובה לא נכונה
7. מקצרים את המצעים של שני הטרנזיסטורים לאדמה. איזה מבין ארבעת הערכים: Vol, Voh, Vil, Vih צפויים להיות מושפעים באופן משמעותי מאפקט המצע?
א. Vil ו-Voh    ב. Vol ו-Vih  ג. Vih ו-Voh  ד. Vil ו-Vih  ה. אף תשובה לא נכונה
8. במהפך CMOS נתונים הפרמטרים הבאים: Vdd=10v, Vtn=-Vtp=1v, Kn=9Kp. מהו ערכה של נקודת העבודה Vm, שבה מתקיים: Vin=Vout?
א. בין 1.9V ל-2.1V    ב. בין 3.4V ל-3.6V   ג. בין 2.4V ל-2.6V   ד. בין 3.9V ל-4.1V  ה. אף תשובה לא נכונה
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